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論文内容の要旨
AaAsI_XP X( X二 0.38) 赤色発光ダイオーボ (L E D) の特性は n 型基板の発光特性等の品質と Zn
ドーピングによって形成される p 型層及び p-n接合の性質に強く依存する。本研究はこれらの事を
考慮してなされたものでその目的は大別して二つある。




れた熱拡散法によるものと同等で、あること 即ち Znイオン注入がLED用 p型層形成に有効に利用し
得ることを明らかにした。












本論文はGaASo.62P 0.38 単結晶に Znイオンを注入することにより，高性能赤外発光ダイオードを製作
するための基礎研究をまとめたものである。発光ダイオードの特性は(1) n 型基板の品質， (2)Znイオン
の注入により形成された p 型層および、p-n接合の性質に強く依存している。まず， (1)に関してはGaAsP
の構成元素である Ga イオンの注入により n 型基板の発光特性が著しく改善されることを見出し，
イオン注入技術が化合物半導体基板の化学量論的組成比およびその関連特性の制御に有効に利用しう
ることを明らかにした。 (2)に関しては Znイオン注入により形成された P 型層の電気特性(キャリア分
布，移動度など)および発光特性(フォトルミネセンス，ダイオード発光など)のアンニール条件依
存性およびそれら相互の関連を明らかにし， Znイオン注入が発光ダイオード用 P 型層形成に有効に利
用しうることを示した。これらの研究は，イオン注入技術の化合物半導体への応用を著しく促進せし
めるものであり，学位論文として価値あるものと認める。
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